VISHAY

CNY 70

El Sensor Optico reflexivo con salida a Transistor
Descripcion

El CNY 70 es un sensor éptico reflexivo
gue tiene una construccion compacta
dénde el emisor deluz y € receptor se
colocan en lamisma direccién para
detectar |a presencia de un objeto
utilizando lareflexion del infrarrojo
sobre el objeto.

Lalongitud de onda de trabgjo es
950nm. El detector consiste en un
fototransistor.

G 9320

Aplicaciones
Escaner optoelectrénico y detector de movimiento de objetos

es decir, sensor de indice, lectura de discos codificados etc., (codificador
optoel ectronico montado como sensor de cambio de marcha)

Caracteristicas
L a construccién compacta con distancia

de del centro-a-centro de0.1" o o

(pulgadas) entre emisor y receptor

No necesita ningin ambiente especial E @ D
] ]

Sefid de sdlidaalta
El coeficiente de temperatura bajo
Detector provista de filtro ptico 1
El ratio de corriente de transferencia

Vista desde anta
(CTR) tipico esdel 5%

| ndicaciones de M edida

Area Marcada

95 10930

Cdédigo Distancia del sensor Comentarios

CNY70 0,3 mm
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Valor es maximos absolutos

Entrada ( Emisor)

Par ametro Condicionesde Test Simbolo Valor Unidades
Tension Inversa VR 5 \
Corriente Directa I 50 mA
Corriente directa de Sobretension | T,< 10 s [Fsv 3 A
disipacion de Potencia Tamp £ 25°C Py 100 mwW
Temperatura de launién T; 100 °C
Salida (Detector)
Par ametro Condicionesde Test Simbolo Valor Unidades
Tension Colector Emisor Vceo 32 \Y
Tension Colector Emisor VEeco 7 \
Corriente de Colector Ic 50 mA
Disipacion de Potencia Tamb £ 25°C Py 100 mw
Temperatura de launion T 100 °C
Acoplamiento
Parametro Condicionesde Test Simbolo Valor Unidades
Disipacion total del potencia Tamp £ 25°C Piot 200 mw
Rango de temperatura ambiente Tamb -55a+85 °oC
Rango de temperatura de Tsg -55a+ 100 °C
almacenamiento
Temperatura de soldadura Ty 260 °C
Caracteristicas Eléctricas (T g, = 25°C)
Entrada ( Emisor)
Par ametro Condicionesde Test | Simbolo Min Typ M ax Unidades
Corriente Directa [r=50 mA VE 1.25 1.6 \
Salida ( Detector)
Par ametro Condicionesde Test | Simbolo Min Typ M ax Unidades
Tension Colector Emisor | Ic = 1mA Vceo 32 \Y
Tension Colector Emisor | 1z = 100 nA VEco 5 Vv
Corriente de fuga Ve =20V. I =0, E=0 lceo 200 nA
Acoplamiento
Par ametro Condicionesde Test | Simbolo Min Typ M ax Unidades
Corriente de Colector Vee=5V,[g=20mA. | 1@ 0.3 1.0 mA
D=0.3 mm (figural)
Corriente cruzada de Ve =5V. I =20 lex @ 600 nA
(figura 1)
Tension Colector Emisor |1 =20 mA. 1c=0,1 Vcesa) 0.3 Y,
de saturacion mA, d=0.3 mm
(figural)

(1) Medido con ‘latarjeta de prueba neutra de Kodak’ el lado blanco con 90% de difusor reflectante

(2) Medido sin medio reflector
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L +—— medio reflactante

if _ PN — (Tarjeta neutra de testkodak)
5 !
.:"/ \“*

Emisor | | ’;‘ \:* - Detector

A C C E 05 10808

Figura 1.- Circuito de Test

Nuestras Notas de Aplicacion:

Como ya hemos visto el CNY 70 tiene cuatro pines de conexion que se corresponden
con el emisor, colector del transistor y al anodo y cétodo del diodo emisor, en la figura
de las vistas donde se indica “Area Marcada’, se muestra la inscripcion con letras
blancas del fabricante. Se pueden utilizar cualquiera de los siguientes montajes para su
utilizacion que permiten obtener ala salida un nivel alto o un nivel bajo respectivamente
cuando estén activados por lareflexion del haz infrarrojo.
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Figura 2 .- Circuitos de aplicacién

El circuito (a) entrega a la salida un nivel bajo cuando no reflgja e haz infrarrojo y un
nivel ato cuando encuentra un material sobre e que reflga e haz. El circuito (b)
entrega un nivel alto cuando €l haz no reflgay un nivel bgo cuando se detecta un
material reflectante. Si la sefia se quiere introducir a un microcontrolador es
conveniente hacer pasar las salidas a través de un circuito trigger schmitt que conforme
las sefiales.

Otra posibilidad es conectar la salida a una entrada anal égica. De este modo, mediante
un conversor A/D se pueden obtener distintos valores. Esto permite la deteccion
dindmica de blanco y negro (muy Util cuando €l recorrido presenta alteraciones en la
iluminacion). Pero también, s empleamos € sensor con objetos de distintos colores o
escalas de grises, establecer un mecanismo para la deteccion de los mismos,
determinando los valores marginales que separan unos colores de otros. Esto permite
emplear el sensor para alguna aplicacion donde la deteccién del color sea necesaria.

Pég. 4



Caracteristicas Tipicas (Tan = 25°C , S N0 se especifica otra)
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Figura5.- Relacion detransferencia de corriente

. . Figura 8 .- Relacion de transferencia de corrientevs.
relativa vs. Temperatura ambiente

Corrientedirecta.
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Figura 10.- Corriente de Colector vs. Distancia
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Figura 12.- Relacién de corriente de colector vs. Separacion
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Dimensionesdel CNY 70 en mm

g Emitter Detector
} 2§+ S i /=
Cath. ﬂ -
.—. [ | liJ
S B
P T
-"/ 03
28
L]0k
704 12
weight: ca. 0.70g Fecnical drawings
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Figura13.- Dimensiones del CNY 70 en mm
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